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近年，電流/電圧によるスピンの直接制御が盛んに研究されており，補償組成近傍のフェリ磁性

TbFeCo薄膜も興味深い候補材料の一つである [1]．希土類 (RE)-遷移金属 (TM)合金のフェリ磁性

体では，希土類組成により異常ホール抵抗が符号を変えることが報告されており [2]，我々は，強

磁場においてフェリ磁性 TbFeCo薄膜の異常ホール効果の符号が温度上昇とともに反転すること

を以前に報告した [3]．本講演では，異常ホール効果の符号反転の原因を詳細に調べるため，同じ

系における異常ホール効果の膜厚依存性を報告する．

試料は RFマグネトロンスパッタリング装置を用いて作製し，ガラス基板上に AlN(25nm)/Tb-

Fe-Co(tTFC)/AlN(5nm)の積層膜を形成した．ICP発光分析により Tb-Fe-Co薄膜の組成は，補償組

成よりも RE-richであることがわかっている．メタルマスクによりホールバーを作製し，Quantum

Designの PPMSを用いて，温度 5K∼400K，磁場 ±9Tの範囲で異常ホール抵抗を評価した．

膜厚 tTFCの異なる TbFeCo薄膜における異常ホール抵抗率の温度依存性を図 1に示す．代表的

な異常ホール抵抗の磁場依存性も図中に示した．膜厚 50nmでは異常ホール抵抗の符号反転は起

こらず，異常ホール抵抗の符号から RE-richであると判別できる．一方，10nm, 20nmの試料では，

温度上昇とともに符号が反転し，見かけ上 RE-richから TM-richに変化する．また，符号が反転す

る温度も膜厚増加とともに高くなっていることがわかる．さらに，5nmでは異常ホール抵抗の符号

から TM-richであると考えられる．最近，X. Liらは TbFeCo薄膜において，RE-richなナノ構造と

TM-richなナノ構造が共存することを STEM-EDSや磁気抵抗から議論しており [4]，本研究では，

界面に TM-richなクラスターが偏析した構造を仮定することで実験結果を解釈することが出来る．
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Fig.1 Temperature dependence of Anomalous Hall

resistivity in TbFeCo thin films with various thickness.

簡易な二層モデルで異常ホール抵抗率を解

析したところ，構成する二層の異常ホール角

の和が積層構造膜における異常ホール角とし

て観測出来ることが明らかとなった．講演で

は，磁化状態の数値解析と実験結果の関係に

ついても議論する予定である．
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